Hodnotiaca sprava
pracovnej skupiny AK

vo veci posudenia sposobilosti nevysokoskolskej institiicie podiel'at’ sa na uskutociiovani

doktorandského studijného programu
podla § 82 ods. 2 pism. b)

Cislo Ziadosti: 11_16/AK

Ziadajuca nevysokoskolska inti-

tacia:

Elektrotechnicky ustav SAV

Nazov vysokej §koly, s ktorou sa
nevysokoskolska institucia po- STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
diel’a na uskuto¢niovani SP

Dohoda medzi NI a V'S (ddtum

podpisania) 8.1.2016
Predseda pracovnej skupiny: Miroslav Liska
Pracovna skupina (ndzov): PS15 Elektrotechnika a elektroenergetika

V Ziadosti sa poZaduje posiidenie sposobilosti uskuto¢iiovat’ Studijny program:

ok Cislo a nazov SO y Standardnd | Alademicky
Nazov SP (v silade so S30) Stupent | Forma ;itlj(l;la; titul
elektronika a fotonika 5.2.13. elektronika 3. denna 3 roky PhD.
elektronika a fotonika 5.2.13. elektronika 3. externa | 4 roky PhD.

Posudenie Ziadosti — Pri posudzovani sa primerane pouzivaju kritéria pouzivané pri akreditacii dok-
torandskych $tudijnych programov (stbor kritérii KSP-A).

Pracovisko preukazuje nepretrziti vyskumni ¢innost’ akceptovani na medzinarodnej
urovni.
Vyskumna ¢innost’ pracoviska:

Visegrad Fund + Japan Science and Technology (V4 + JST), ,, Vysoko bezpecény GaN tranzistorovy
spinac kov-oxid-polovodic, “ (SAFEMOST), medzindrodny projekt (4 partneri zo 4 krajin), koordi-
ndtor EIU SAV, 2015-2018

7RP EU, “Normdlne zatvorené GaN spinacie tranzistory pre efektivne prevodniky, “ (HipoSwitch),
Medzinarodny projekt (8 partnerov z 5 krajin), koordinator FBH Berlin, Nemecko, 2011-2015

7RP EU, , Materidly pre robustny nitrid gdlia, “ (MORGaN), Medzindrodny projekt (24 partnerov z
11 krajin), koordindtor II1I-V Lab Alcatel-Thales, Francuzsko, 2008-2011

APVV, ,, Univerzalna nanostrukturovana platforma pre interdisciplindrne pouzitie ', 2015-2018
APV, | Struktiiry odporového prepinania pre rozpozndvanie vzorov*, 2015-2018

Pracovisko ma publika¢né vystupy na Spi¢kovej medzinarodnej trovni.

Al Publikaéna ¢innost’”:

Gucmann, F., Kidela, R., Kordos, P., Dobrocka, E., GaZi, S., Dérer, J., Liday, J., Vogrincic, P.,
and Gregusovd, D.: 111-As heterostructure field-effect transistors with recessed ex-situ gate oxide
by O, plasma-oxidized GaAs cap, J. Vacuum Sci Technol. B 33 (2015), ISSN: 1071-1023, Current
Contents, WOS

Cico, K., Jancovié, P., Dérer, J., Smatko, V., Rosovd, A., Blaho, M., Hudec, B., Gregusovd, D., and
Frohlich, K.: Resistive switching in nonplanar HfO,-based structures with variable series resistan-
ce, J. Vacuum Sci Technol. B 33 (2015), ISSN: 1071-1023, Current Contents, WOS

Tapajna, M., Killat, N., Palankovski, V., Gregusova, D., Cico, K., Carlin, J., Grandjean, N., Kuball,
M., and Kuzmik, J.: Hot-electron-related degradation in INAIN/GaN high-electron-mobility transis-
tors, IEEE Trans. Electron Dev. 61 (2014), ISSN 0018-9383, Current Contents, WOS

Kuzmik, J., Tapajna, M., Valik, L., Molndr, M., Donoval, D., Fleury, C., Pogany, D., Strasser, G.,
Hilt, O., Brunner, F., and Wiirfl, H.: Self~heating in GaN transistors designed for high-power ope-
ration, IEEE Trans. Electron Dev. 61 (2014), ISSN 0018-9383, Current Contents, WOS
Laurencikova, A., Elias, P., Hasenohrl, S., Kovac, J., Mikolasek, M., Vavra, I., and Novak, J.: Ana-




lysis of the core—shell interface between zinc-blende GaP and wurtzite ZnO, Solid-State Electr. 100
(2014), ISSN 0038-1101, Current Contents, WOS

Vysledok hodnotenia vyskumnej ¢innosti pracoviska v KA (iba pre 3. stupeti): A

Splnené

A2 Splnené

Splnené:
Uviest presny pocet Studentov a pracovnikov a ich pomer. v 1 akademickom roku 6 doktoran-
dov /5 Skolitel'ov
*prof/doc/DrSc/ 1
meno, priezvisko Viadimir Cambel | tituly | RNDr., DrSc.
rok narodenia 1956
kvalifikacny stuper DrSc. - Elektrotechnolégie a materidly (2013)
vV pribuznom alebo pristus-
nom SO (rok)
habiliticia v odbore rok
inaugurdacia v odbore rok
prac. uvdizok 100%
*profi/doc /2
meno, priezvisko Karol Fréhlich, | tituly | Ing. DrSc.
A3 = rok narodenia 1954
KEX kvalz"ﬁkacvn)? stupeii DrSc. - Elektrotechnolégie a materidly (2001)
Vv pribuznom alebo prislus-
A3 nom SO (rok)
habilitacia v odbore rok
inaugurdacia v odbore rok
prac. uvdzok 60 %
*prof/doc/ 3
meno, priezvisko Martin Mosko, tituly | doc., RNDr.,
DrSc.
rok narodenia 1958
kvalifikacny stuper DrSc. - Fyzika pevnych latok (2013)
v pribvuznom alebo prislus-
nom SO (rok)
habilitacia v odbore Fyzika rok | 2013
inaugurdacia v odbore rok
prac. uvdzok ?

Ad = Splnené:

KEX | Pocet zavereénych prac v posudzovanom stupni v jednom akademickom roku : 6

A3 pocet ich veducich 5
Splnené:

AB ZloZenie skusobnych komisii (odborovych komisii) je v stlade s ramcovou dohodou o spolu-
praci s externou vzdeldvacou institiciou pri uskutoc¢iiovani doktorandského Studijného progra-
mu medzi STU BA a SAV BA.

garant

meno, priezvisko Jan Kuzmik | tituly | Ing. DrSc.
rok narodenia 1960

kvalifikacny stuper DrSc. - elektrotechnologia a materialy (2010)

A6 = v pribvuznom alebo prislus-

KEX nom SO (rok)

A1+A2 hablllldcta \% Odbore I’Ok

inauguracia v odbore rok

prac. uvdzok 100%

Spolugarant

meno, priezvisko | Dagmar Gregusovi, | tituly | RNDr., DrSc.




rok narodenia 1958

kvalifikacny stuper DrSc. - Elektrotechnolégie a materialy (2015)
V pribuznom alebo prislus-

nom SO (rok)
habilitacia v odbore rok
inaugurdcia v odbore rok
prac. uvizok 100%

Spolugarant
meno, priezvisko Milan Tapajna, | tituly | Ing. PhD.
rok narodenia 1977

kvalifikacny stupeit PhD. — Elektronika (2007)
V pribuznom alebo prislus-

nom SO (rok)
habilitacia v odbore rok
inaugurdcia v odbore rok
prac. uvizok 100%

Najvyznamnej$ie vysledky garanta a spolugarantov:

—  Tapajna, M. and Kuzmik, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation
in GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett.
100 (2012) 113509. Current Contents, WOS

—  Kuzmik, J. and Georgakilas, A.: Proposal of InN channel high electron-mobility transistors, IEEE
Trans. Electron Dev. 58 (2011) 720. Current Contents, WOS

- Jurkovic, M., GreguSovd, D., Palankovski, V., Hascik, S., Blaho, M., Cico, K., Frohlich, K., Carlin,
J., Grandjean, N., and Kuzmik, J.: Schottky-barrier normally off GaN/InAIN/AIN/GaN HEMT with
selectively etched access region, IEEE Electron Dev. Lett. 34 (2013) 432-434. Current Contents,
WOS

- i’apajna, M., Jurkovié, M., Valik, L., Hascik, S., GreguSovd, D., Brunner, F., Cho, E., and Kuzmik,
J.: Bulk and interface trapping in the gate dielectric of GaN based metal—oxide—semiconductor
high-electron mobility transistors, Applied Phys. Lett. 102 (2013) 243509. Current Contents, WOS

—  GreguSovd, D., Jurkovi¢, M., Hascik, S., Blaho, M., Seifertovd, A., Fedor, J., Tapajna, M., Froh-
lich, K., Vogrincié, P., Liday, J., Derluyn, J., Germain, M., and Kuzmik, J.: Adjustment of threshold
voltage in AIN/AIGaN/GaN high electron mobility transistors by plasma oxidation and Al,Os ato-
mic layer deposition overgrowth, Applied Phys. Lett. 104 (2014) 013506. Current Contents, WOS

—  Tapajna, M., Killat, N., Palankovski, V., Gregusovd, D., Cico, K., Carlin, J., Grandjean, N., Ku-
ball, M., and Kuzmik, J.: Hot-electron-related degradation in InAIN/GaN high-electron-mobility
transistors, IEEE Trans. Electron Dev. 61 (2014) 2793-2801. Current Contents, WOS

Bl Splnené

B2 Splnené:

B3 Splnené:

B4 Nejde o taky pripad. Neposudzuje sa.
B5 Slnené.

B6 Nejde o taky pripad.

B7 Nejde o taky pripad.

B8 Nejde o taky pripad. Neposudzuje sa.
B9 Splnené:

B10 Nejde o taky pripad.

B11 Nejde o taky pripad.




Zavery:

Celkové zhodnotenie plnenia kritérii | Na zdklade komplexného posudenia plnenia kritérii

vratane oddévodnenia

nevysokoskolskd institiicia splita v ¢ase akreditdcie kritéria
uplatiiované pri posudzovani spésobilosti a utvdra dostacuju-
ce predpoklady na udrzanie sposobilosti podielat sa na usku-
tociovani doktorandského SP na Standardnii di¥ku $tidia.
Odévodnenie:

Ide 0 akreditdaciu nového SP.

Navrh odportc¢ania ministerstvu: Nevysokoskolska institicia je sposobila podielat sa na usku-

tocnovani doktorandského studijného programu s vysokou
Skolou pre prislusny Studijny odbor

Odportcanie nevysokoskolskej insti-

tucii

Zasadnutie pracovnej skupiny:

Dna:

Pri elektronickom hlaso-
vani uviest’ interval urce-
ny na hlasovanie (od ..do)

Elektronicky 11.3.2016 - 15.3.2016

Pocet ¢lenov PS:
Zucastnili sa:

(prezencna listina)

Pri elektronickom hlaso-
vani uviest’ poCty zucast-
nenych

14

P. Markos, J. Altus, I. Jamnicky, J. Jasenek, M. Kolcun, J. Michalik, D.
Perdukova, J. Sitek, J. Turan, I. Uhlif, M. Liska

Vysledok hlasovania za
navrh vyjadrenia PS

Za: 11 Proti: 0 Zdrzal sa: 0

Podpis predsedu pracov-
nej skupiny:

Miroslav Liska, v. r.




